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Symbole Définition Unité

I Courant électrique A

Ip courant de diode A

Isc Courant de court circuit A

Iph Courant A

q Charge de I’électron C

\Y Tension \Y

Vco tension de circuit ouvert \Y

Vm tension maximale \Y

K Constante de Boltzmann JIK

T Température °K

Rs Résistance série Q

Rsh Résistance paralléle Q

g Taux de génération Photons/cm/s
m Facteur d’idéalité

FF Facteur de forme %

P Puissance délivrée par une cellule solaire mW.cm-2
Pm Puissance maximale délivrée par une cellule solaire mW.cm-2
Pth Puissance thermique mW.cm-2
G Eclairement W.cm-2
Eg Energie du gap eV

T Température de cellule K

Terf Température ambiant K

R Coefficient de réflexion %

A Longueur d’onde du photon incident um

n Rendement de conversion %

nv Facteur de tension %

NO Nombre de photons incidents Photons/cm/s
Ni Concentration intrinséque des électrons

Pi Concentration intrinséque des trous

a Coefficient d’absorption cm-1

Ac Longueur d’onde de coupure um

Im Valeur maximale du courant A

X Epaisseur de la cellule solaire (um)

TL Taux de perte par photons de grande longueur d’onde | %

Tth Taux de perte thermique %

Tvco Taux de perte par facteur de tension %
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